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OEM: Valvo Transistor BC338 Datasheet

SILIZIUM - NPN - PLAMAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN
fir Treiber- und Endstufen,
mit BC 327 (A) bew. BC 328 fiir Komplementiirschaltungen
Mechanische Daten:
Gehiuse; Kunststoff,
= JEDEC TO-92
1
Mab aben in mm. . = 1 0,&0
o R —
- 5,0 e {7 Tmin ——
maK
L1 049
'f max
—= 15 L nicht kentrollierter Bereich
WA TRl
Kurzdaten: BC_337 BC_338 BC_33T A
Eollektor-Emitter-Sperrspannung Uop p = max. 45 25 60 v
" L r
Eollektorstrom, Scheitelwert IC M= MAX . 1 A
Gesamtverlustleistung bei &Uiﬂbﬂ[} Piop = max, G625 (800) mW
Sperrachichttemperatur L = max. 150 “c
——r
Gleichstromverstirkung 1
bei Upg =1V, I, = 100 mA B = 100...600 °) 100...400
Transit-Frequenz
bei Uop = 5V, I. = 10 mA t, = 200 200 MHz

1
) Die Tramsistoren BC 337 / BC 338 kinnen in dem Stromverstirkungsgruppen -16

(B = 100...250), =25 (B = 160...400) und -40 (B = 250...600) geliefert wer-
den.
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BC 338
Absolute Grenzwerte: [(glltig bis 8, ) BC 33T 33T A 1338
Kollektor-Emitter-Sperrapannung
bei UBE = (s UCE g = WAX. 50 L OV
bei IB = 0, IC = 10 mA: UCE g = meI: 45 G0 25 v
Emitter-Sperrapannong bei I = 0: i} = WAX. ] 5 LY
C EB O
Kollektarstrom, Mittelwert: IC v = HmAY. Tl mA
Kellektorstrom, Scheltelwert: IC y = mazr. 1 A
Basizetrom, Mittelwert: TB Ay = maI 100 mh
Basisstrom, Scheitelwert: 1B y = mAT. 200 mA
Emitteretrom, Scheitelwert: -IE y = maT. 1 A
Gepamtverlustleistung: 1} Pioap = WaX. 625 (BO0) mW
Sperrachichttemperatur: &J = MAX. 150 “c
Lagerungstemperatur: &s = min. =65 P
3, = max. 150 “c
Whrsewiderstand:
1 £ 200 (166) K
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1 nth U : { ) [i:
zwischen Sperrachicht und Gebhluse: Bine = o
wE TR
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< . .
fat ™ WAE- S00 mW und Rth e 156 K/W gelten, wenn die Transistoren mit

max. 4 mm lengen AnschlufdrBhten auf einer Leiterplatte mit einer Kupfer=
fliche von min. 10 mm x i0 mm fiir den Eollektoranschlul angeordnet sind.
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BC 337
BcaggBA
Eennwertes bei &, = 25"“, sofern nicht anders angegeben
Eollektor-Reststrom £
bei Il = 0, UCB = 20 Vi . ICB 0 : 100 na
bei IE = 0, UCB =20V, I-J = 150 C: ICB 0 = b1 RA
Emitter-Heststrom <
bei IE = 0, UEB =5 Vi IBB o = 10 pA
Kollektor=Emitter-Restapannung <
bei IE = 500 mA, IE = B0 mis U':x sat = 0,7 v
Basisspannung 1 <
bei Upp = 1V, I, = 500 mAs )] Upp = 1,2 v
Trangit-Frequenz
bei Uﬂl = 5 V, IC = 10 mA, !II = 356 MHz: IT = 200 MH=
Eollektorkapazitit
bei UCB.iuv' Inzﬂ,:f-!lllllzl Ee - B pF
Gleichstromverstirkung 3
bei U{:E =1V, I‘: = 500 mA:z B = 40
bei UCE =1V, I'B' = 100 mA:
BC 337, BC 338: B = 100...600
BC 337 A: B = 100...400
BC 337-16, BC 338-16: B = 100...250
BC 337-25, BC 338-25; B = 160...400
BC 33T=40, BC 338=40: B = 260...600
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1} bU“fMJ =2 mV/K
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BC 337
BC 337 A
BC 338
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BC 337
BC 337 A
BC 338
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